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1. Za nelinearnidvopol imamo podano analiti¢no zvezo: i = alli+b[Wi*. Dolo¢ite diferencialno
upornost pri prikljuceni mirovni napetosti U = 1 V.
a=1AN
b=5 A/V?

2. PriT =300 K izmerimo spojno kapacitivnost silicijepén diode pri dveh reverznih napetostih:
Ct(Ur1=1V)=7.0 pF irCr(Ury = 2 V)= 5.8pF. Zapisite analiti¢ni izraz za Cr(UR) ter dolocite
spojnokapacitivnost pri kratkem stiku in poten¢ni faktor n, ¢e ima dioda stopni¢asti pn Spoj z
Na = 10 cm® v p-plasti inNp = 10 cm® v n-plasti.

3. Za narisano vezje doloCite bremensko upornost Rc tako, da bo pri mirovhem baznem tdka30 pA
mirovna izhodna napetoslce=2 V. Vrisite delovno premico z mirovno delovno tocko v priloZeno
izhodno karakteristiko bipolarnega tranzistorja in vpiSite vrednosti baznih tokov za posamezne
krivulje. (ar=0.99,Ucc=5 V).
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1. Za MOSFET z vgrajenim p-kanalom nariSite elektricni simbol, prerez strukture in nacelni potek
druzine krivulj v izhodni karakteristiki ip(Ups, Uss). NariSite tudi potek energijskih nivojev preko
polprevodnika
a) zarazmere brez prikljucenih napetosti in

b) za razmere siromasenja kanala.



